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PROGRAMA DE ESTUDIOS

L Resolucion 25/07/06-00 Acta 1215/07/04/2025 ]

ANEXO 02
l - IDENTIFICACION
1. Materia : Electrénica |
2. Semestre : Cuarta
3. Horas semanales : 8 horas
3.1 Clases tedricas : 3 horas
3.2 Clases practicas : 2 horas
3.3 Clases laboratorio : 3 horas
4. Total de horas catedras : 128 horas
4.1 Total de clases tedricas : 48 horas
4.2 Total de clases practicas : 32 horas
4.3 Total de clases laboratorio : 48 horas

Il. - JUSTIFICACION
Con esta materia el alumno inicia su estudio de la electrénica bésica, sobre esta materia se apoyaran otras, ya que

constituye la herramienta basica para otras asignaturas técnicas de la carrera. Se estudia el diodo de unidn, el
transistor, su polarizacion y analisis en pequefia senal y el transistor de efecto de campo.

.- OBJETIVOS

Describir la fisica de los semiconductores, los materiales intrinsecos y extrinsecos sus caracteristicas y las impurezas a
ser utilizadas para constituir junturas.

a Describir al diodo de unién, sus caracteristicas de fabricacion y sus aplicaciones.

3.2 Exponer las caracteristicas tension corriente de un diodo de union.

33 Enumerar los modelos del diodo para su analisis en un circuito.

34 Describir al diodo como rectificador.

35 Explicar el diodo Zener, sus caracteristicas y aplicaciones.

36 Describir el transistor de unidn, sus caracteristicas de fabricacion.

37 Proveer las caracteristicas de entrada y salida del transistor en las distintas configuraciones.

38 |dentificar las regiones de operacion del transistor.

39 Describir la polarizacidn de un transistor y su estabilidad frente a las variaciones de los parametros del
transistor.

3.10 Describir el modelo hibrido de pequefia sefial del transistor, sus aplicaciones en el analisis de circuito.

an Describir el transistor de efecto de campo, sus caracteristicas y aplicaciones.

3.12 Manejar bibliografia variada sobre Electrénica I.

V.- PRE-REQUISITO

4.1 Principios de Electrénica.

V.-  CONTENIDO

5.1. Unidades programéaticas

51.1  Propagacitn y caracteristicas de semiconductores.
5.1.2 Diodo semiconductor.

51.3  Cuadripolos.

514  Transistores.

51.5 Transistor de efecto de campo.

5.2. Desarrollo de las unidades programaticas

5.2.1 Propagacion y caracteristica de semiconductores.
5.2.1.1 Electrones y huecos en un semiconductor intrinseco.
5.21.2 Conductividad en un semiconductor.
5.21.3 Concentracion de portadores en un semiconductor intrinseco.
5.21.4 Densidad de carga en un semiconductor intrinseco
5.2.1.5 Material semiconductor extrinseco.
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5.2.2 Diodo semiconductor.
5.2.2.1 Diagrama de concentracidn de portadores de una unién P _ N en circuito abierto y con
polarizacion.
5.2.2.2 Analisis cuantitativo de la corriente en una unién P- N.
5223 Curvas del diodo semiconductor. Resistencia dindmica.
5224 Launién P- N como diodo. Dependencia de temperatura.
52.25 Diodo Zener,
5226 Diodo tunel.
5227 Caracteristicas de temperatura en un diodo Zener.
5228 Aplicacién de los diodos.
52.2.9 Rectificador de media onda.
5.2.2.10 Rectificador de onda completa.
5.2.2.11 Factor de rizado. Filtros.
5.2.2.12 Detector de valor pico.
5.2.2.13 Enclavadores y limitadores.
523 Cuadripolos.
5231 Parametros Z, Y, hg.
5232 Impedanciay admitancia de entrada y salida.
52.3.3 Concepto de ganancia. Relacién E/S.
524 Transistores.
5241 Transistor de union. Introduccién.
5242 Estructura de uniones P - N.
5243 Estudio de las cormrientes en un transistor,
5244 Polarizacion de un transistor.
5245 Analisis de regiones activas, de corte y de saturacion.
5246 Transistor como amplificador.
5247 Modelo hibrido simplificado.
5248 Configuracion en Base comun, Colector comin y Emisor comin.
5249 Curvas caracteristicas.
52.4.10 Impedancia de entrada y de salida.
5.2.4.11 Ganancia de corriente, tension y potencia.
524.12 Amplificadores en cascada.
5.2.4.13 Amplificador Darlington.
5.2.5 Transistor de Efecto campo.
5251 Fundamentos. Curvas caracteristicas, clasificacion,
5.2.5.2 Polarizacion.
5253 Parametros Y.
5254 Ganancia de tension. Admitancia de entrada y salida.
5255 Amplificadores con FET.

VL.- ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

6.1 Resoluciones de problemas en el pizarrén, en presencia del profesor, aplicando la teoria estudiada.
6.2 Formacion de grupos para resolver problemas en horas de practica.

6.3 Presentacion de trabajos practicos realizados en la casa.

6.4 Entrenamiento para resolver problemas utilizando varias bibliografias.

Vil. - MEDIOS AUXILIARES

71 Pizarra, pinceles y borrador.
7.2 Textos.

VIil. - EVALUACION

8.1 Requisitos para obtener derecho a examen final.
8.1.1 Haber obienido, al menos, el promedio minimo establecido por el Reglamento General de Catedra de la
Facultad Palitécnica en las pruebas parciales.
81.2  Satisfacer los requisitos establecides por el profesor en la Planilla de Catedra del afio lectivo en curso.
8.2 Calificacion.
821 La calificacion final sera establecida de acuerdo con la escala en vigencia en el Reglamento General de
Catedra de la Facultad Politécnica.

IX.- BIBLIOGRAFIA

Basica
a Boylestad, R. L., &Nashelsky, L. (2011). Electronica: Teorla de circuitos y dispositivos electrénicos (11% ed.).
Pearson.
a Malvino, A., & Bates, D. (2007). Principios de electrénica (7° ed.). McGraw-Hill.
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Millman, J., &Grabel, A. (1993). Microelectronica (7* ed.). Hispano Europea.

Storey, N. (1985). Electrdnica: de los sistemas a los componentes (1° ed.). Addison-\Wesley Iberoamericana,
Kaufman, M., Seidman, A. (1992). Manual para Ingenieros y Técnicos en Electronica (2a ed.). McGraw-Hill.
Sedra, A. S., & Smith, K. C. (2006). Circuitos microelectronicos (5° ed.). McGraw-Hill.
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Complementaria

Sedra, A., Smith, K., Carusone, T., Gaudet, V. (2019). Microelectronic Circuits. Oxford UniversityPress
Razavi, B. (2021). Fundamentals of Microelectronics. John Wiley &Sons

Savant, C. J. (2000) Disefio Electrnico(3® ed.). Prentice Hall

Millman, J., Halkias, C. (1987). Dispositivos y Circuitos Electronicos. McGraw-Hill
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